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	1  产品概述
	LYCS2P20S1P是一种利用电场效应来控制其电流大小的半导体器件，广泛应用于控制或电源电路中。
	2  ZZKK情况
	LYCS2P20S1P型P沟道场效应晶体管为我单位自主研发产品，其关键原材料和零部件、设计开发、工艺
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	10  注意事项
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